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Large anomalous Nernst effect in the D03-Fe3X (X = Ga, Al) thin films 
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近年、IoT化に伴い自律分散駆動機器やその小型電源の需要が高まっている。この電源とし

て、室温付近の数度の温度差により µW~mWの発電が可能であり、かつ半永久的に使える (可

動部を持たない) 熱電変換技術の開発が急がれている。熱流と平行方向に発電するゼーベッ

ク効果は代表的な熱電変換効果として広く知られているが、熱流と垂直方向に発電すること

が可能な異常ネルンスト効果も薄膜作製手法を用いた大面積・高集積・フレキシブルな熱電

変換デバイスの作製が可能であるという利点から注目を集めている[1-4]。これまで、異常ネ

ルンスト効果の発電効率はゼーベック効果の 1％にも満たなかったため、様々な増強手法が

検討されてきた。そのような中、時間反転対称性の破れたワイル半金属 (ワイル磁性体) など

のトポロジカル磁性体において従来の 10倍ほど大きな応答が観測されたことを契機に、トポ

ロジカル磁性体の研究が精力的に行われるようになった[4]。最近では、トポロジカル磁性体

の波数空間における特徴的なバンド交差に由来したフェルミ面近傍のベリー曲率が巨大な異

常ネルンスト効果の起源であることが分かっており、より安全・安価な元素から構成される

等の応用に適した特性を持つトポロジカル磁性体の開発が進められている。ノーダルウェブ

を持つトポロジカル強磁性体 D03-Fe3X (X = Ga, Al)は Feや Al、Gaといった比較的安価な元素

から構成されている 2元系金属であるにもかかわらず、Co2MnGaにおいて報告されていた最

大値 ~6 μV/K[4]に匹敵する異常ネルンスト係数を室温で示すことが観測された[5]。 

今回我々は、Fe3X (X = Ga, Al) 薄膜をスパッタリング法とMBE法を用いてそれぞれ作製し

た。X線回折を用いて結晶構造の評価を行い、バルク単結晶試料と同様に Feと Ga、Alが秩

序化した D03構造の単結晶薄膜であることを確認した。本講演では、D03-Fe3X (X = Ga, Al) 薄

膜の面内および面直方向へ熱流を印加し測定した異常ネルンスト効果について報告する[5]。 

本研究の一部は、JST-CREST(JPMJCR18T3)、NEDO により遂行された。 
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